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บทคัดยอ 
ไดพัฒนาแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงยานความถี่ตํ่าขนาดกําลังไฟฟา 50 W แบบประหยัดที่มีสมรรถนะ

เพียงพอตอการใชงานดานการกําเนิดพลาสมาอุณหภูมิตํ่าที่ความดันบรรยากาศ โดยสวนกําเนิดไฟฟาแรงดันสูง
เลือกใชหมอแปลงไฟฟาสําหรับจุดหลอดนีออนทํางานรวมกับระบบขับสัญญาณรูปคล่ืนซายนที่สามารถแปรเปล่ียน
ความถ่ีและแรงดันไฟฟาไดตอเน่ือง ผลทดสอบสมรรถนะของแหลงจายไฟฟาที่พัฒนาขึ้นพบวาสามารถจาย
แรงดันไฟฟาและกระแสสูงสุดที่ 28 kVpp และ 5 mA (rms) ตามลําดับ ซึ่งสามารถใชกําเนิดพลาสมาชนิดไดอิเล็กท
ริกแบริเออรดิสชารจทั้งแบบแผนคูขนานและแบบโคแอ็กเซียลที่ความถ่ีระหวาง 100 Hz ถึง 750 Hz 
 
คําสําคัญ : แหลงจายไฟฟาแรงดันสูง   พลาสมาอุณหภูมิตํ่า   หมอแปลงนีออน   ไดอิเล็กทริกแบริเออรดิสชารจ 
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Abstract 
An economical 50-watts low-frequency high-voltage power supply with suitable performance for non-

thermal atmospheric plasma generation has been developed. A neon transformer has been employed in 
conjunction with a sine-wave driving circuit whose frequency and output voltage can be varied. It is found from 
the performance test that the maximum voltage and current of 28 kVpp and 5 mA (rms), respectively, can be 
achieved. This power supply can be utilized for a dielectric barrier discharge plasma source, of both the coaxial 
and the parallel-plate types at frequency range between 100 Hz to 750 Hz. 
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บทนํา 
 

 ปจจุบันมีการนําพลาสมาอุณหภูมิตํ่า (non-thermal plasma) มาใชประโยชนอยางแพรหลาย 
เชน การปรับปรุงสมบัติของพื้นผิววัสดุแผนฟลม การผลิตโอโซนสําหรับบําบัดน้ําเสีย การฆาเช้ือโรค
ทางการแพทย และการผลิตสารไฮโดรคารบอนทางอุตสาหกรรมปโตรเคมี เปนตน การกําเนิด
พลาสมาอุณหภูมิตํ่าแบบไดอิเล็กทริกแบริเออรดิสชารจ (dielectric barrier discharge) ท่ีความดัน
บรรยากาศ เปนเทคนิคท่ีประหยัดอุปกรณและไมตองการระบบสุญญากาศ [1] อุปกรณหลักในการ
กําเนิดพลาสมา คือ แหลงจายไฟฟากระแสสลับแรงดันสูง ในการศึกษาคุณลักษณะของพลาสมาน้ัน
แหลงจายไฟฟากระแสสลับแรงดันสูงจะตองแปรเปล่ียนแรงดันไฟฟาและความถ่ีท่ีตองการได และ
จากการศึกษาผลงานวิจัยท่ีผานมาพบวาการกําเนิดพลาสมาความถี่ตํ่าจะใชความถ่ีในยานความถ่ีเสียง
และแรงดันไฟฟาอยูระหวาง 5-20 กิโลโวลตพีกทูพีก (kVpp) [1,2] แตเนื่องจากแหลงจายไฟฟา
กระแสสลับแรงดันสูงสมรรถนะสูงท่ีผลิตในเชิงพาณิชยมีราคาแพง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค
ท่ีจะพัฒนาแหลงจายไฟฟากระแสสลับแรงดันสูงรูปคล่ืนซายนยานความถ่ีระหวาง 20 Hz – 5,000 Hz 
ขนาดกําลังไฟฟา 50 W แบบประหยัดท่ีมีสมรรถนะเพียงพอในการกําเนิดพลาสมาในระดับ
หองปฏิบัติการ โดยออกแบบใหใชช้ินสวนท่ีหาไดงายในประเทศเพื่องายตอการบํารุงรักษา จัดการ
ฉนวนช้ินสวนและอุปกรณเพื่อปองกันการอารก (arc) จากไฟฟาแรงดันสูง [4] นอกจากนี้ยังศึกษา
ผลตอบสนองความถ่ีของหมอแปลงไฟฟาแรงดันสูงและการปรับชดเชยแรงดันไฟฟาท่ีเกินยาน
ความถ่ีจํากัด (cut off frequency) 
 

วิธีการออกแบบ 
 

จากขอมูลความตองการดานเทคนิคของแหลงจายไฟฟากระแสสลับแรงดันสูงไดนํามา
ออกแบบโครงสรางของแหลงจายไฟฟากระแสสลับแรงดันสูงท่ีแปรเปล่ียนแรงดันไฟฟาและความถี่
ไดดังแผนภาพในรูปท่ี 1 ประกอบดวย หมอแปลงไฟฟาแรงดันสูง วรจรขับหมอแปลงไฟฟา วงจร
กําเนิดความถ่ีปรับคาได วงจรนับความถี่ วงจรแหลงจายไฟฟาแรงดันตํ่าและวงจรสําหรับตรวจวัดคา
แรงดันและกระแสไฟฟาของโหลด (load) 

การทํางานของระบบเร่ิมจากวงจรกําเนิดความถ่ีรูปคล่ืนซายนผลิตสัญญาณท่ีมีความถ่ีและ
ขนาดตามคาซ่ึงปรับไว ปอนเขาวงจรขยายสัญญาณยานความถ่ีเสียงเพื่อสรางสัญญาณขับผานหมอ
แปลงขับ (driving transformer) แบบแยกฉนวนทนแรงดันสูงระหวางขดปฐมภูมิและทุติยภูมิ ความถ่ี
ท่ีผลิตไดแสดงผลดวยวงจรนับความถ่ี สัญญาณขับนี้จะสงเขาขดปฐมภูมิของหมอแปลงไฟฟาแรงดัน
สูงกอใหเกิดการเหนี่ยวนําเพิ่มแรงดันไฟฟาข้ึนตามอัตรารอบของหมอแปลงไฟฟาจายใหแกโหลด 



โดยขนาดของแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาสามารถตรวจวัด (monitor) ผานวงจรลดทอนและวงจร
แปลงผันกระแสเปนแรงดันไฟฟาไดตามลําดับดวยเคร่ืองอานรูปสัญญาณ (oscilloscope) 

 
รูปท่ี 1 แผนภาพโครงสรางของแหลงจายไฟฟากระแสสลับแรงดันสูงท่ีออกแบบข้ึน 

หมอแปลงไฟฟาแรงดันสูง 
งานวิจัยนี้เลือกใชหมอแปลงไฟฟาแรงดันสูงสําหรับจุดหลอดนีออนปายโฆษณาของบริษัท 

Senza Coltelli รุน 10.000/30CM เนื่องจากมีราคาประหยัด หมอแปลงท่ีเลือกเปนหมอแปลงแกน
เหล็กมีอัตรารอบ 1:45 สามารถแปลงแรงดันไฟฟาจาก 220 Vrms เปน 10 kVrms หรือ คิดเปน           
2x √2 x 10 = 28 kVpp จายกระแสไดมากกวา 15 mA (rms) ทางเขาขดปฐมภูมิจะรับสัญญาณขับจาก
ขดทุติยภูมิของหมอแปลงขับ สวนขดทุติยภูมิจายไฟฟาใหโหลดโดยมีวงจรสําหรับตรวจวัด
แรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาดวยเคร่ืองอานรูปสัญญาณ ไดแก วงจรลดทอน 1:1000 และวงจรแปลง
ผันกระแสเปนแรงดันไฟฟาท่ีสัดสวน 0.5 mA /V ดังแสดงในรูปท่ี 2 วงจรสวนนี้ท้ังหมดจะประกอบ
ในโครงบรรจุท่ีเปนวัสดุฉนวนไฟฟาและใชสายไฟฟาท่ีทนแรงดันสูง 50 kV เพื่อความปลอดภัย 

 
รูปท่ี 2 วงจรสําหรับตรวจวัดคา V-I ของหมอแปลงไฟฟาแรงดันสูง 



วงจรกําเนิดความถ่ีรูปคล่ืนซายน 
วงจรกําเนิดความถ่ีรูปคล่ืนซายนท่ีออกแบบแสดงในรูปท่ี 3 เลือกใชไอซีเบอร LF351 จัด

วงจรแบบเวนบริดจ (Wien Bridge Oscillator) โดยคํานวณยานความถ่ีดวยสมการ (1) [3] แบงความถ่ี
เปน 3 ชวง คือ 15 -150 Hz, 0.15 – 1.5 kHz  และ1.5 – 15 kHz จากวงจรที่ออกแบบ VR1 เปนตัว
ตานทานปรับคาไดแบบ 2 ช้ัน แตละช้ันเปนสวนของ (R1), (R2) ในสมการ ใชปรับความถ่ีรวมกับการ
เลือกคา (C1), (C2)  สวน VR2 ใชปรับอัตราขยายวงจรเพื่อแกความผิดเพี้ยนของรูปสัญญาณ ขณะท่ี 
L1, L2 เปนหลอดไฟชนิดไสขนาด 12 V,60 mA ซ่ึงความตานทานไสจะข้ึนกับอุณหภูมิท่ีเกิดจากผล
ของกระแสสัญญาณไหลผาน ทําหนาท่ีรักษาความเสถียรอัตราขยายวงจรในลักษณะของ Automatic 
Gain-Control (AGC) และเพื่อใหเกิดความเสถียรของระดับสัญญาณขณะแปรเปล่ียนความถ่ี L2 จะจัด
ใหขนานกับความตานทานภายในระหวางเดรนและซอรซของทรานซิสเตอรชนิด JFET เบอร 2N5458 
ท่ีแปรเปล่ียนจากผลของสัญญาณปอนกลับทางเกต ชวยลดการกระเพื่อมสัญญาณจาก 28.5 % เหลือ
เพียง 1.5 % ของขนาดสัญญาณท่ี 6 Vpp สวน VR3 ใชปรับเพื่อแปรเปล่ียนสัญญาณทางออกในชวง 0-
4 V ปอนใหไอซีเบอร LM741 ซ่ึงจัดวงจรในรูปบัฟเฟอร (buffer) สงสัญญาณใหวงจรขยายกําลังยาน
ความถ่ีเสียง (audio power amplifier) ตอไป 
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รูปท่ี 3 วงจรกาํเนิดความถ่ีรูปคล่ืนซายนแบบเวนบริดจท่ีออกแบบข้ึน 
 

ระบบขับสัญญาณยานความถ่ีเสียง 
 ระบบขับสัญญาณประกอบดวย วงจรขยายกําลังยานความถ่ีเสียงขนาดกําลัง 100 W และหมอ
แปลงขับขนาด 70 W การกําเนิดสัญญาณขับเร่ิมจากปอนสัญญาณจากวงจรกําเนิดความถ่ีเขา



วงจรขยายสัญญาณสงใหหมอแปลงไฟฟาขับท่ีออกแบบแยกฉนวนขดปฐมภูมิและทุติยภูมิเฉพาะเพ่ือ
ปองกันการอารกจากการเหน่ียวนําผานสภาวะตัวเก็บประจุ (capacitance induce) ของหมอแปลงไฟฟา
แรงดันสูงขณะขับสัญญาณ  หมอแปลงขับนี้มีอัตรารอบ 1:9 สามารถรับแรงดันทางเขา 24 Vrms และ
แปลงแรงดันไฟฟาทางออกเปน 220 Vrms จากการทดสอบการจายกําลังไฟฟาของระบบขับสัญญาณ
ใหโหลดท่ีเปนหลอดไฟฟาชนิดไส ขนาด 60 W, 220 V พบวาสามารถขับโหลดไดในยานความถ่ี
ระหวาง 100 Hz -5 kHz ซ่ึงเปนยานท่ีรูปคล่ืนซายนจากหมอแปลงขับไมผิดเพี้ยน 
 

วิธีการทดสอบ 
 

การทดสอบสมรรถนะแหลงจายไฟฟากระแสสลับแรงดันสูงท่ีพัฒนาข้ึนทําโดยจัดระบบ
ทดสอบดังแผนภาพรูปท่ี 4 แบงการทดสอบเปน 2 กรณี คือ กรณีแรกทดสอบดวยการจายกําลังไฟฟา
ใหโหลดตัวตานทาน 10 MΩ ขนาด 10 W ท่ีบรรจุในถังฉนวนนํ้ามัน กรณีท่ีสองทดสอบการจาย
กําลังไฟฟาใหโหลดท่ีเปนชุดกําเนิดพลาสมาแบบแบริเออรดิสชารจท่ีมีโครงสรางเปนแผนคูขนาน ใช
แกวหนา 2 mm เปนวัสดุไดอิเล็กทริกซ่ึงมีชองวางระหวางกัน 1 mm ประกบดวยข้ัวอิเล็กโทรดทําดวย
แผนทองแดงและอะลูมิเนียมแบบกริดขนาดพ้ืนที่ 5 x 5 cm2 ปอนแกสอารกอนดวยอัตราการไหล 0.5 
l/min ท้ัง 2 กรณีทดสอบโดยแปรเปล่ียนความถ่ีระหวาง 20 Hz – 1 kHz ท่ีระดับสัญญาณจากวงจร
กําเนิดความถ่ีคงท่ี 1, 2 และ 3 Vpp และวัดแรงดันไฟฟาทางออก ไดผลการทดลองดังกราฟรูปท่ี 5 ก. 
และ 5 ข. ตามลําดับ และบันทึกสัญญาณรูปซายนของแรงดันและกระแสไฟฟาขณะกําเนิดพลาสมาท่ี
ความถ่ี 100 Hz และ 400 Hz ดังในรูปท่ี 6 

 

7.73 kVpp
700 Hz

26.30 kVpp
200 Hz

 
 

รูปท่ี 4 แผนภาพระบบทดสอบแหลงจายไฟฟากระแสสลับแรงดันสูงท่ีพัฒนาข้ึน 



ผลการทดลองและวิจารณ 
 

จากกราฟเปรียบเทียบผลของแรงดันไฟฟาเม่ือแปรเปล่ียนความถ่ีขณะจายกําลังไฟฟาในรูปท่ี 
5 พบวาแหลงจายไฟฟาสามารถขับแรงดันไฟฟาแกโหลดท่ีเปนตัวตานทานและโหลดท่ีเปนชุดกําเนิด
พลาสมาไดสูงสุด ณ ความถ่ี 400 Hz ระดับสัญญาณปอน 3 Vpp ใหคาแรงดันไฟฟา 20 kVpp และ 
28.25 kVpp ตามลําดับ และพบวามีความถ่ีจํากัดท่ีประมาณ 450 Hz โดยแรงดันไฟฟาสูงสุดสามารถ
โหลดกระแสได 5 mA (rms) สวนในรูปท่ี 6 แสดงสัญญาณดิสชารจบนรูปคล่ืนกระแสบริเวณใกลคา
พีกกระแสไฟฟาและจะสังเกตเห็นวารูปคล่ืนซายนขณะทํางานท่ีความถ่ีตํ่ากวา 100 Hz จะเร่ิมผิดเพี้ยน 

 

  
รูปท่ี 5 ผลของแรงดันไฟฟาเม่ือแปรเปล่ียนความถ่ีขณะจายกําลังไฟฟา : (ก) โหลดเปนตัวตานทาน 

 10 MΩ ขนาด 10 W และ (ข) โหลดเปนชุดกําเนดิพลาสมาชนิดแผนไดอิเล็กทริกแบบคูขนาน 
 

  
(ก) (ข) 

รูปท่ี 6 รูปสัญญาณของแรงดันไฟฟา (เสนบน) และกระแสไฟฟา (เสนลาง) ขณะจายกําลังไฟฟาโหลด
ท่ีเปนชุดกําเนดิพลาสมา : (ก) ท่ี 20.10 kVpp ความถ่ี 100 Hz และ (ข) ท่ี 20.05 kVpp ความถ่ี 400 H z 

fc3= 481Hz 

fc2= 485Hz 
fc2= 434Hz 

fc1= 437Hz 
fc1= 500Hz 

fc3= 410Hz 

(ก) (ข) 



 จากผลการทดสอบที่พบวาแรงดันไฟฟาตกลงเม่ือจายกระแสไฟฟาสูงข้ึนเกิดจากการสูญเสีย
กําลังไฟฟาในหมอแปลงขับและการที่แหลงจายมีความถ่ีจํากัดท่ีประมาณ 450 Hz เนื่องจากโครงสราง
ของขดลวดทุติยภูมิของหมอแปลงไฟฟาแรงดันสูงมีคาความเหน่ียวนําและคาความจุระหวางช้ัน
ขดลวดสูง ทําใหมีสภาพสมมูลเปนตัวกรองความถ่ีตํ่า (LC low pass filter) สงผลถึงการตอบสนอง
ความถ่ีในยานแคบ ซ่ึงจะตองปรับปรุงระบบใหสามารถชดเชยแรงดันไฟฟานอกยานตอบสนอง
ความถ่ีใหสูงข้ึน 
 

สรุป 
 

 ผลการพัฒนาสรุปไดวาการนําหมอแปลงจุดหลอดนีออนมาพัฒนาแหลงจายไฟฟา
กระแสสลับแรงดันสูงชวยใหประหยัดและมีสมรรถนะเพียงพอในการกําเนิดพลาสมาแบบแบริเออร
ดิสชารจท้ังแบบแผนคูขนานและแบบโคแอ็กเซียล โดยสามารถแปรเปล่ียนแรงดันไฟฟาสูงสุดได
ระหวาง 0 - 28 kVpp และกระแสไฟฟาสูงสุด 5 mA ท่ีความถ่ี 400 Hz สวนขนาดแรงดันไฟฟาในยาน
ความถ่ีต้ังแต 450-750 Hz สามารถแปรเปล่ียนแรงดันไฟฟาระหวาง 0-10 kVpp โดยปรับชดเชยเพิ่ม
ดวยระดับสัญญาณจากวงจรกําเนิดความถ่ีใหมากกวา 3 Vpp 
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